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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ウエハーを吸着面上に吸着して保持するためのウエハー吸着装置であって、このウエハー
吸着装置の基材が多結晶焼結セラミックスからなり、この基材表面に対し中心線平均表面
粗さＲａが０．０１μｍ以下の水準になるまでラップ加工を施し、基材表面を凹部の直径
が０．１μｍ以下の鏡面加工面とした後、この鏡面加工面に対してブラシを接触させつつ
、超純水、界面活性剤水溶液又はアルカリ系洗剤から選択された高純度洗浄剤中で鏡面加
工面を洗浄し、次いで、この鏡面加工面に対し新たな高純度洗浄剤中で超音波洗浄を施し
て得た吸着面を備えることを特徴とする、ウエハー吸着装置。
【請求項２】
前記多結晶焼結セラミックスが窒化アルミニウム焼結体からなることを特徴とする、請求
項１記載のウエハー吸着装置。
【請求項３】
ウエハーを吸着面上に吸着して保持するためのウエハー吸着装置であって、このウエハー
吸着装置の基材が多結晶焼結セラミックスからなるウエハー吸着装置を製造するのに際し
て、
　基材表面に対し中心線平均表面粗さＲａが０．０１μｍ以下の水準になるまでラップ加
工を施し、基材表面を凹部の直径が０．１μｍ以下の鏡面加工面とした後、鏡面加工面に
対してブラシを接触させつつ、超純水、界面活性剤水溶液又はアルカリ系洗剤から選択さ
れた高純度洗剤中で鏡面加工面を洗浄し、次いで、この鏡面加工面に対し新たな高純度洗



(2) JP 4236292 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

浄剤中で超音波洗浄を施すことで、前記吸着面を得ることを特徴とする、ウエハー吸着装
置の製造方法。
【請求項４】
前記超音波洗浄を１００ｋＨｚ以上、１０００ｋＨｚ以下の周波数および３．０Ｗ／ｃｍ
２～６．０Ｗ／ｃｍ２の超音波出力で行うことを特徴とする、請求項３記載のウエハー吸
着装置の製造方法。
【請求項５】
前記多結晶焼結セラミックスが窒化アルミニウム焼結体からなることを特徴とする、請求
項３または４記載のウエハー吸着装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体ウエハー等のウエハーを吸着する装置およびその製造方法に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
現在、半導体ウエハーの搬送、露光、ＣＶＤ、スパッタリング等の成膜プロセス、微細加
工、洗浄、エッチング、ダイシング等の工程において、半導体ウエハーを吸着し、保持す
るために、静電チャックが使用されている。こうした静電チャックの基材として、緻密質
セラミックスが注目されている。特に半導体製造装置においては、エッチングガスやクリ
ーニングガスとして、ＣｌＦ3 等のハロゲン系腐食性ガスを多用する。また、半導体ウエ
ハーを保持しつつ、急速に加熱し、冷却させるためには、静電チャックの基材が高い熱伝
導性を備えていることが望まれる。また、急激な温度変化によって破壊しないような耐熱
衝撃性を備えていることが望まれる。例えば緻密質の窒化アルミニウムおよび緻密質のア
ルミナは、前記のようなハロゲン系腐食性ガスに対する耐食性や、耐熱衝撃性を備えてい
ることから、有望視されている。
【０００３】
半導体製造装置においては、半導体欠陥を引き起こすいわゆるパーティクルの発生を防止
しなければならない。現実の半導体製造装置においては、静電チャックによって半導体ウ
エハーの裏面を吸着して保持するが、このときに半導体ウエハーの裏面側でパーティクル
が発生する。このパーティクルの発生量が多いと、パーティクルが半導体ウエハーの表面
側やチャンバー中へと広がってチャンバーを汚染し、他の半導体ウエハーの表面に半導体
欠陥を引き起こすおそれがある。
【０００４】
この問題を防止するための技術としては、次のものがある。セラミックス静電チャックの
吸着面とシリコンウエハーとが接触するときには、静電チャックの吸着面の凹凸がシリコ
ンに接触し、硬度が相対的に低いシリコンを削り、パーティクルが発生する。このため、
静電チャックの吸着面にプラズマを照射し、吸着面の微細な突起を丸めることによって、
シリコンの削れを減少させ、これによってパーティクルの個数を減らしている（特開平７
－２４５３３６号公報）。
【０００５】
また、特開平８－５５９００号公報においては、静電チャックに対してシリコンウエハー
を吸着する際に、静電チャックに印加する電圧を緩やかに上昇させることによって、静電
チャックにシリコンウエハーが接触するときの衝撃を緩和している。これによって、シリ
コンウエハーの損傷を抑制し、シリコンウエハーの削れによるパーティクルの発生個数を
減少させる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者は、半導体ウエハーを静電チャックによって吸着した後に半導体ウエハー裏面に
付着するパーティクルの個数を、減少させるための研究を続けてきた。前記したような従
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来技術によれば、例えば８インチウエハー１個あたり数千個程度にまで、パーティクルの
個数を減少させることができる。しかし、半導体製造工程における歩留りを一層向上させ
、また半導体の更なる微細化に対応するためには、パーティクルの発生個数を一層低下さ
せることが必要である。例えば、８インチウエハー当たりのパーティクルの個数を、数百
個程度にまで減少させることが求められていた。
【０００７】
本発明の課題は、セラミックス基材を備えるウエハー吸着装置において、ウエハーの吸着
後にウエハー裏面に付着するパーティクルの個数を、著しく減少させることである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ウエハーを吸着面上に吸着して保持するためのウエハー吸着装置であって、こ
のウエハー吸着装置の基材が多結晶焼結セラミックスからなり、この基材表面に対し中心
線平均表面粗さＲａが０．０１μｍ以下の水準になるまでラップ加工を施し、基材表面を
凹部の直径が０．１μｍ以下の鏡面加工面とした後、この鏡面加工面に対してブラシを接
触させつつ、超純水、界面活性剤水溶液又はアルカリ系洗剤から選択された高純度洗浄剤
中で鏡面加工面を洗浄し、次いで、この鏡面加工面に対し新たな高純度洗浄剤中で超音波
洗浄を施して得た吸着面を備えることを特徴とする。
【０００９】
また、本発明は、ウエハーを吸着面上に吸着して保持するためのウエハー吸着装置であっ
て、このウエハー吸着装置の基材が多結晶焼結セラミックスからなるウエハー吸着装置を
製造するのに際して、基材表面に対し中心線平均表面粗さＲａが０．０１μｍ以下の水準
になるまでラップ加工を施し、基材表面を凹部の直径が０．１μｍ以下の鏡面加工面とし
た後、鏡面加工面に対してブラシを接触させつつ、超純水、界面活性剤水溶液又はアルカ
リ系洗剤から選択された高純度洗剤中で鏡面加工面を洗浄し、次いで、この鏡面加工面に
対し新たな高純度洗浄剤中で超音波洗浄を施すことで、前記吸着面を得ることを特徴とす
る。
【００１２】
本発明者は、半導体ウエハーをセラミックス静電チャックによって吸着し、保持した後に
発生するパーティクルについて、詳細に検討し、次のことを発見した。具体的には、８イ
ンチのシリコンウエハーの鏡面を窒化アルミニウム製静電チャックの吸着面上に載せて吸
着させ、その後でシリコンウエハーの鏡面上のパーティクルの個数を測定したところ、９
０，０００個以上のパーティクルが観測された。
【００１３】
次いで、このパーティクルを元素分析に供したところ、図１に示すような分析結果を得た
。アルミニウム、シリコン、窒素、炭素のピークが観測されており、特にアルミニウムの
ピークが極めて大きいことが注目される。シリコンのピークも大きい。ただし、元素分析
の際には、シリコンウエハーの上にパーティクルが載っている状態で分析を行っているこ
とから、シリコンのピークのほとんどは、ウエハー中のシリコンを反映しているものと考
えられる。
【００１４】
この事実は、セラミックス静電チャックの吸着面がシリコンウエハーに接触する際の衝撃
によってシリコンウエハーの裏面が削れ、パーティクルが発生するという従来の仮説とは
、相反するものであり、静電チャックの吸着面側にパーティクル発生の主原因があったこ
とを示している。
【００１５】
セラミックス静電チャックの吸着面側におけるパーティクルの発生原因は、明確ではない
。しかし、静電チャックの吸着面は、通常は研削加工することによって平坦面とするが、
この研削加工の際に微細な加工屑が発生し、この加工屑が吸着面の微小な凹部内に残留し
たり、あるいは吸着面に固着しているものと考えられる。
【００１６】
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本発明者は、この発見に基づき、静電チャックの吸着面に対して種々の洗浄方法を実施し
た。この結果、ラップ加工等によって吸着面が延性加工面を形成するまで鏡面加工し、次
いでこの吸着面に対して、高純度洗浄剤中で洗浄用部材を接触させつつ洗浄し、次いで純
水中で超音波洗浄することによって、半導体ウエハーの裏面に付着するパーティクルの個
数を、８インチウエハーの裏面当たり（３２４ｃｍ2 当たり）３０００個以下（１ｃｍ2 

当たり９．３個以下）、更には１０００個以下（１ｃｍ2 当たり３．１個以下）にまで顕
著に減少させることに成功した。
【００１７】
具体的には、セラミックス基材の吸着面を、好ましくは中心線平均表面粗さＲａが０．０
１μｍ以下の水準になるまでラップ加工等によって鏡面加工することによって、この吸着
面が延性加工面となり、新たなセラミックス粒子の脱離が生じない状態になる。この状態
では、延性加工面に直径０．１μｍ以下の小孔が残っているが、直径０．１μｍを越える
孔は実質的に存在しない。あるいは延性加工面に存在する凹部の直径が０．１μｍ以下で
ある。これらの小孔の中にはセラミックス粒子ないしその破片からなるパーティクルが収
容されることはなく、半導体ウエハーに付着することはない。
【００１８】
なお、本発明において、延性加工面に存在する凹部の直径が実質的に０．１μｍ以下であ
るとは、あるいは直径０．１μｍを越える孔が実質的に存在しないとは、５０μｍ×７０
μｍの寸法の範囲を、画像解析によって１００視野観察したときに、直径０．１μｍを越
える孔の個数が５個以下であることを意味している。つまり、セラミックス組織中に基本
的に大きな孔は存在していないことを意味しており、何らかの極めて局所的な条件によっ
て直径０．１μｍ以上の、あるいは０．１μｍを越える孔が僅かに生成している場合を含
む。
【００１９】
しかし、この延性加工面を超音波洗浄した後に、静電チャックによって半導体ウエハーを
吸着した場合にも、半導体ウエハーの表面に２５．０００個程度のパーティクルを観測し
た。この原因は、おそらくセラミックス基材から脱離したセラミックス粒子またはその破
片が、延性加工面の小孔以外の部分に固着しており、この固着したパーティクルが超音波
洗浄によっては除去できないものと考えられる。
【００２０】
このため、本発明者は、中心線平均表面粗さが０．０１μｍ以下の延性加工面をラップ加
工等によって形成した後に、高純度洗浄剤中でブラッシング洗浄を行った。しかし、この
場合にも、半導体ウエハーの表面に２０．０００個程度のパーティクルを観測した。この
原因は、おそらくブラッシングによって吸着面から離れた粒子が、ブラシの間や洗浄剤中
に滞留し、再び吸着面に付着しなおしたことによるものと考えられる。
【００２１】
本発明者は、これらの発見に基づき、延性加工面からなる吸着面に対して洗浄用部材を接
触させつつ、高純度洗浄剤中で吸着面を洗浄した後に、更にこの吸着面を高純度洗浄剤中
で超音波洗浄してみた。この結果、静電チャックとの接触後に半導体ウエハー裏面に付着
するパーティクルの個数を、８インチウエハー当たり３０００個以下、更には１０００個
以下の水準まで減少させることに成功し、本発明に到達した。
【００２２】
更に、本発明者は、吸着面をポリッシュ加工してから、吸着面に対して洗浄用部材を接触
させつつ、高純度洗浄剤中で吸着面を洗浄した後に、更にこの吸着面を高純度洗浄剤中で
超音波洗浄してみた。この結果、静電チャックとの接触後に半導体ウエハー裏面に付着す
るパーティクルの個数を、やはり大幅に減少させることに成功した。
【００２３】
本発明者は、この理由について検討した。吸着面をポリッシュ加工することによって、好
ましくはＲａが０．０５μｍ以下となるまで加工した場合には、前記したような延性加工
面中の小孔はない。しかし、ポリッシュ加工の際の加工液のエッチング作用によって、吸
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着面に露出する各セラミックス粒子に段差が生ずる。これについて、図２の模式図を参照
しつつ、説明する。
【００２４】
吸着面１には、多数のセラミックス粒子２Ａ、２Ｂ、２Ｃが露出している。ここで、各セ
ラミックス粒子は、それぞれ結晶軸の方向が異なっているために、エッチング速度が異な
っている。この結果、ポリッシュ処理後には、各粒子２Ａ、２Ｂ、２Ｃの間で段差が発生
し、各セラミックス粒子の粒界３が吸着面１に現れる。
【００２５】
こうした構造の吸着面では、各セラミックス粒子２Ａ、２Ｂ、２Ｃの表面にパーティクル
が付着しているが、このパーティクルは洗浄用部材との接触によって取り除かれる。つま
り、各セラミックス粒子はそれぞれ同等の表面積を有しているので、洗浄用部材と接触し
うる。
【００２６】
この洗浄用部材のブラシ等の間に挟まったパーティクルの一部は各セラミックス粒子２Ａ
、２Ｂ、２Ｃの表面に再び付着する。しかし、これらの再付着した粒子は、いったん洗浄
用部材によって各セラミックス粒子の表面から剥離しているので、付着力が小さく、次の
洗浄工程で容易に取り除けたものと思われる。なお、この段差が０．５μｍを越えると洗
浄用部材がセラミック粒子の表面に接触しにくくなり、パーティクルを取りのぞくことが
困難となる。さらに、段差が０．３μｍ以下である場合の方が、一層好ましい。
【００２７】
【発明の実施の形態】
本発明において、ウエハー吸着装置は、静電チャックが最も好ましいが、真空チャックに
も適用可能である。ウエハーとしては、高純度を必要とする半導体ウエハーが最も好まし
いが、鉄ウエハー、アルミニウムウエハーに対しても適用可能である。
【００２８】
静電チャックに対して本発明を適用する場合、静電チャックの形態等は特に限定されない
。しかし、セラミックス基材内に埋設されるべき静電チャック電極を、面状の金属バルク
材とすることが好ましい。ここで、「面状の金属バルク材」とは、例えば、線体あるいは
板体等のバルク材を、一体の面状の成形体として成形したものを言う。
【００２９】
この場合には、静電チャック電極は、アルミナ粉末や窒化アルミニウム粉末等のセラミッ
クス粉末と同時に焼成するので、高融点金属で形成することが好ましい。こうした高融点
金属としては、タンタル，タングステン，モリブデン，白金，レニウム、ハフニウム及び
これらの合金を例示できる。半導体汚染防止の観点から、更に、タンタル、タングステン
、モリブデン、白金及びこれらの合金が好ましい。
【００３０】
前記した面状のバルク材としては、次を例示できる。
（１）薄板からなる、面状のバルク材。
（２）面状の電極の中に多数の小空間が形成されているバルク材。これには、多数の小孔
を有する板状体からなるバルク材や、網状のバルク材を含む。多数の小孔を有する板状体
としては、パンチングメタルを例示できる。ただし、バルク材が高融点金属からなり、か
つパンチングメタルである場合には、高融点金属の硬度が高いので、高融点金属からなる
板に多数の小孔をパンチによって開けることは困難であり、加工コストも非常に高くなる
。この点、バルク材が金網である場合には、高融点金属からなる線材が容易に入手でき、
この線材を編組すれば金網を製造できる。
【００３１】
こうした金網のメッシュ形状、線径等は特に限定しない。しかし、線径φ０．０３ｍｍ、
１５０メッシュ～線径φ０．５ｍｍ、６メッシュにおいて、特に問題なく使用できた。ま
た、金網を構成する線材の幅方向断面形状は、円形の他、楕円形、長方形等、種々の圧延
形状であってよい。ここで、１メッシュは１インチあたり１本という意味である。
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【００３２】
静電チャックを構成するセラミックス基材中には、静電チャック電極の他に、抵抗発熱体
、プラズマ発生用電極を埋設することができる。
【００３３】
本発明の対象であるウエハー吸着装置を構成するセラミックス基材としては、相対密度９
５％以上のアルミナ、窒化アルミニウム、窒化珪素、炭化珪素等を例示でき、アルミナ、
窒化アルミニウムが特に好ましい。
【００３４】
本発明のウエハー吸着装置において、吸着面を加工する方法は、特に限定されない。好ま
しくは、平均粒径１μｍ以下、更に好ましくは０．５μｍ以下のダイヤモンド等の高硬度
材料の砥粒を使用したラップ加工を採用できる。これによって、Ｒａが０．０１μｍ以下
の延性加工面を得ることができた。
【００３５】
また、平均粒径２μｍ以下のシリカ、酸化セリウム砥粒等を使用し、加工液としては中性
あるいは、アルカリ性水溶液を用いたポリッシュ加工を採用できる。これによって、Ｒａ
が０．０５μｍ以下の延性加工面を得ることができた。また、ラップ加工とポリッシュ加
工を組合わせることもできる。
【００３６】
高純度洗浄剤としては、比抵抗１６ＭΩ以下、液中の微粒子数が１０個／ｍｌ以下の超純
水が好ましいが、界面活性剤水溶液、アルカリ系洗剤も適用できる。また、高純度洗浄剤
の温度は、室温～８０℃の範囲内とすることが特に好ましい。
【００３７】
ウエハー吸着装置の吸着面を洗浄するための洗浄用部材としては、ブラッシング部材が特
に好ましい。ブラッシング部材のうち吸着面と直接に接触するブラシの材質は、ポリウレ
タン樹脂、テフロン樹脂、ポリビニルアルコール系の「ベルクリン（商標名）」（カネボ
ウ株式会社製）等が好ましい。
【００３８】
超音波洗浄の周波数も特に限定されないが、１００ｋＨｚ以上、１０００ｋＨｚ以下の周
波数を採用し、超音波出力を３．０～６．０Ｗ／ｃｍ2 とすることによって、パーティク
ルの個数が特に減少する。
【００３９】
【実施例】
以下、更に具体的な実験結果について述べる。
（静電チャックの製造）
静電チャック電極としては、モリブデン製の金網を使用した。この金網は、直径φ０．１
２ｍｍのモリブデン線を、１インチ当たり５０本の密度で編んだ金網を使用した。窒化ア
ルミニウム粉末を一軸加圧成形することによって、円盤形状の予備成形体を製造し、この
際、前記の金網を、予備成形体中に埋設した。
【００４０】
この予備成形体を型内に設置し、カーボンフォイル内に密封し、１９５０℃の温度、２０
０ｋｇ／ｃｍ2 の圧力および２時間の保持時間で、ホットプレス法によって、この予備成
形体を焼成し、焼結体を得た。この焼結体の相対密度は、９８．０％以上であった。得ら
れた静電チャックの直径は２００ｍｍであり、厚さは８ｍｍであった。なお、このホット
プレス焼成によって、残留気孔を効果的に減少させることができ、相対密度が９９．８％
以上の焼結体を得ることができる。
【００４１】
（比較例１）
前記静電チャックの吸着面をラップ加工した。まず、静電チャックを銅ケメット定盤上に
設置し、平均粒径６μｍのダイヤモンド砥粒を使用してラップ加工し、更に平均粒径３μ
ｍのダイヤモンド砥粒を使用してラップ加工した。この加工面の中心線平均表面粗さＲａ
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を表面粗さ計で測定したところ、０．０８０μｍであった。
【００４２】
クラス１０００のクリーンルーム内にて、この静電チャックを超純水中に浸漬し、７３０
ｋＨｚの周波数かつ３．７Ｗ／ｃｍ2 の超音波出力で、５分間、２５℃で超音波洗浄した
。次いで、静電チャックを、クリーンオーブン中で、１３０℃で熱風乾燥し、冷却した。
【００４３】
大気中で、２００℃で、静電チャックの吸着面にシリコンウエハーの鏡面側を吸着させ、
次いで吸着を解除させた。シリコンウエハーの鏡面側に付着している粒径０．２μｍ以上
のパーティクルの個数を、光散乱方式のパーティクルカウンターを使用して測定した。こ
の結果、９４４００個であった。なお、図５は、光散乱方式のパーティクルカウンターに
よって測定された、パーティクルの分布を示す散乱図である。
【００４４】
また、このシリコンウエハー上のパーティクルの元素分析を、エネルギー分散型分光分析
装置によって行った。この結果を図１に示す。また、この吸着面のセラミックス組織の走
査型電子顕微鏡写真を、図３に示す。図３から判るように、吸着面からは窒化アルミニウ
ム粒子の脱離が観測されている。これは、吸着面の加工が、窒化アルミニウム粒子の脱離
を伴う脆性加工であることを示している。
【００４５】
（比較例２）
比較例１と同様にして、静電チャックの吸着面をラップ加工した。同様にクラス１０００
のクリーンルーム内にてこの吸着面を、超純水中で、ポリウレタン樹脂からなるロールブ
ラシを使用して、５分間ブラッシング加工した。次いで、静電チャックを、クリーンオー
ブン中で、１３０℃で熱風乾燥し、冷却した。
【００４６】
この静電チャックを使用し、比較例１と同様にして、シリコンウエハーの鏡面側に付着し
ているパーティクルの個数を測定した。この測定結果は、８０，４００個であった。また
、シリコンウエハー上のパーティクルの元素分析の結果や、吸着面のセラミックス組織は
、比較例１と同様であった。
【００４７】
（比較例３）
前記のようにして静電チャックを製造した後、静電チャックを銅ケメット定盤上に設置し
、平均粒径６μｍのダイヤモンド砥粒を使用してラップ加工し、更に平均粒径３μｍのダ
イヤモンド砥粒を使用してラップ加工した。更に、静電チャックを純スズ定盤上に設置し
、平均粒径０．５μｍのダイヤモンド砥粒を使用してラップ加工した。この加工面のＲａ
は、０．００８μｍであった。
【００４８】
クラス１０００のクリーンルーム内にてこの静電チャックを超純水中に浸漬し、７３０ｋ
Ｈｚの周波数かつ３．７Ｗ／ｃｍ2 の超音波出力で、５分間、２５℃で超音波洗浄した。
次いで、静電チャックを、クリーンオーブン中で、１３０℃で熱風乾燥し、冷却した。
【００４９】
この静電チャックを使用し、比較例１と同様にして、シリコンウエハーの鏡面側に付着し
ているパーティクルの個数を測定した。この測定結果は、２４，９００個であった。また
、シリコンウエハー上のパーティクルの元素分析の結果は、比較例１と同様であった。
【００５０】
（比較例４）
前記のようにして静電チャックを製造し、比較例３と同様にして、中心線平均表面粗さＲ
ａが０．００８μｍである加工面を有する静電チャックを得た。クラス１０００のクリー
ンルーム内にてこの吸着面を、超純水中で、ポリウレタン樹脂からなるロールブラシを使
用して、５分間ブラッシング加工した。次いで、静電チャックを、クリーンオーブン中で
、１３０℃で熱風乾燥し、冷却した。
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【００５１】
この静電チャックを使用し、比較例１と同様にして、シリコンウエハーの鏡面側に付着し
ているパーティクルの個数を測定した。この測定結果は、１９，５００個であった。また
、シリコンウエハー上のパーティクルの元素分析の結果は、比較例１と同様であった。
【００５２】
（本発明例１）
前記のようにして静電チャックを製造した後、静電チャックを銅ケメット定盤上に設置し
、平均粒径６μｍのダイヤモンド砥粒を使用してラップ加工し、更に平均粒径３μｍのダ
イヤモンド砥粒を使用してラップ加工した。更に、静電チャックを純スズ定盤上に設置し
、平均粒径０．５μｍのダイヤモンド砥粒を使用してラップ加工した。この加工面のＲａ
は、０．００８μｍであった。また、この延性加工面を画像解析し、５０μｍ×７０μｍ
の範囲を１００視野観察しても、直径０．１μｍを越える孔は存在しなかった。
【００５３】
クラス１０００のクリーンルーム内にてこの吸着面を、超純水中で、ポリウレタン樹脂か
らなるロールブラシを使用して、５分間ブラッシング加工した。次いで、この静電チャッ
クを超純水中に浸漬し、７３０ｋＨｚの周波数かつ３．７Ｗ／ｃｍ2 の超音波出力で、５
分間、２５℃で超音波洗浄した。次いで、静電チャックを、クリーンオーブン中で、１３
０℃で熱風乾燥し、冷却した。
【００５４】
この静電チャックを使用し、比較例１と同様にして、シリコンウエハーの鏡面側に付着し
ているパーティクルの個数を測定した。この測定結果は、７２０個であった。このように
、本発明に従うことによって、比較例１に対して、シリコンウエハーの鏡面に対するパー
ティクルの付着個数を、約９９％も減少させることに成功した。なお、図６は、光散乱方
式のパーティクルカウンターによって測定された、パーティクルの分布を示す散乱図であ
る。
【００５５】
この吸着面のセラミックス組織の走査型電子顕微鏡写真を、図４に示す。図４から判るよ
うに、吸着面からは窒化アルミニウム粒子の脱離が観測されず、延性加工面となっている
。また、この延性加工面における小孔の直径は、０．０７μｍ以下である。なお、この小
孔は、最終ラップ加工前に窒化アルミニウム粒子が脱離した孔の底面近傍の部分であって
、最終ラップ加工によってこの孔のサイズを小さくできたものである。
【００５６】
（本発明例２）
本発明例１と同様の実験を行った。ただし、本発明例１において、超音波洗浄時の周波数
を２８ｋＨｚ、超音波出力０．８Ｗ／ｃｍ2 にした。また、同様に延性加工面には、直径
０．１μｍを越える孔は存在しなかった。この結果、シリコンウエハーの鏡面側に付着し
ているパーティクルの個数は、２．９００個であった。また、静電チャックの吸着面のセ
ラミックス組織の走査型電子顕微鏡写真は、本発明例１と同様であった。
【００５７】
（本発明例３）
本発明例１と同様の実験を行った。ただし、超音波洗浄時の超純水の温度を８０℃とした
。この結果、シリコンウエハーの鏡面側に付着しているパーティクルの個数は、６５０個
であった。
【００５８】
（本発明例４）
本発明例１と同様にして実験を行った。ただし、静電チャックの吸着面は、平均粒径１．
８μｍの酸化セリウム砥粒を日本エンギス（株）製水性ルプリカント（商品名）に溶かし
て使用して、ポリシュ加工した。ポリッシュ加工後の吸着面のＲａは、０．０３μｍであ
った。吸着面における各セラミックス粒子の段差は０．３μｍ以下であった。なお、延性
加工面の小孔は存在しなかった。この結果、シリコンウエハーの鏡面側に付着しているパ



(9) JP 4236292 B2 2009.3.11

10

ーティクルの個数は、８６０個であった。
【００５９】
【発明の効果】
以上のことから明らかなように、本発明によれば、セラミックス基材を備えるウエハー吸
着装置において、吸着面にウエハーを吸着した後にウエハー裏面に付着するパーティクル
の個数を、著しく減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】シリコンウエハー上のパーティクルの元素分析の結果を示すグラフである。
【図２】ポリシッュ加工された吸着面１の形態を示す模式図である。
【図３】比較例１における静電チャックの吸着面のセラミックス組織の走査型電子顕微鏡
写真である。
【図４】本発明例における静電チャックの吸着面のセラミックス組織の走査型電子顕微鏡
写真である。
【図５】比較例１において、光散乱方式のパーティクルカウンターによって測定された、
シリコンウエハーの鏡面側でのパーティクルの分布を示す散乱図である。
【図６】本発明例１において、光散乱方式のパーティクルカウンターによって測定された
、シリコンウエハーの鏡面側でのパーティクルの分布を示す散乱図である。
【符号の説明】
１　吸着面　２Ａ、２Ｂ、２Ｃ　セラミックス粒子　３　粒界

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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